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Abstract :

Mes activités de recherche au C2N portent sur la problématique générale de l'intégration hétérogéne sur silicium de matériaux dé-
saccordés, tels que le GaAs et le germanium. Aprés une bréve introduction de cette problématique, je présenterai le concept
d’intégration que nous avons développé pour éviter la formation de défauts rédhibitoires dans ce type d’hétérostructures (dislocations
liées a la relaxation et défauts d'antiphase dans les couches IlI-V/IV). Le concept adopté consiste a réaliser la croissance a partir de
germes limités en taille (<100nm) par désoxydation partielle, gravure localisée du substrat ou en faisant croitre des nanofils.

Je m’intéresserai ensuite plus particulierement a 'intégration monolithique par croissance latérale de micro-cristaux de GaAs a partir
d’ouvertures nanométriques réalisées au travers d’une fine couche de silice. Nous verrons alors que le courant électrique peut tra-
verser la zone d'oxyde mince séparant les micro-cristaux de GaAs et le substrat de silicium, ouvrant la voie & la réalisation de com-
posants optiques injectés électriquement.
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researcher at IEF where he is working on growth of IV-IV materials on Si substrate for hybrid integration. Since 2012, he has
enlarged the skills of the HETERNA team by developing the epitaxial growth of IlI-V materials on Si. He is also involved in the
EQUIPEX TEMPOS NANOMAX, where his role was initially to participate in the definition of the specifications of the
microscope and the instrumental development (gas injection, design of the gas cabinet and treatment of toxic gaseous
effluents) for the CVD growth of Si, Ge, and GaAs nano-objects. Since February 2019 he participates to the in situ CVD
growth in the TEM. Charles Renard became, at the end of 2012, the team leader of the HETERNA team of Nanoelectronic
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